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【手続補正書】
【提出日】令和1年9月18日(2019.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　光電変換層に有機半導体材料を用いる撮像素子は、特定の色（波長帯）を光電変換する
ことが可能である。そして、このような特徴を有するが故に、固体撮像装置における撮像
素子として用いる場合、オンチップ・カラーフィルタ（ＯＣＣＦ）と撮像素子との組合せ
から副画素が成り、副画素が２次元配列されている、従来の固体撮像装置では不可能な、
副画素を積層した構造（積層型撮像素子）を得ることが可能である（例えば、特開２０１
１－１３８９２７参照）。また、デモザイク処理を必要としないことから、偽色が発生し
ないといった利点がある。尚、以下の説明において、半導体基板の上あるいは上方に設け
られた光電変換部を備えた撮像素子を、便宜上、『第１タイプの撮像素子』と呼び、第１
タイプの撮像素子を構成する光電変換部を、便宜上、『第１タイプの光電変換部』と呼び
、半導体基板内に設けられた撮像素子を、便宜上、『第２タイプの撮像素子』と呼び、第
２タイプの撮像素子を構成する光電変換部を、便宜上、『第２タイプの光電変換部』と呼
ぶ場合がある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本開示の撮像素子、本開示の積層型撮像素子を構成する本開示の撮像素子、本開示の第
１の態様～第２の態様に係る固体撮像装置を構成する本開示の撮像素子（これらの撮像素
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子を総称して、以下、『本開示の撮像素子等』と呼ぶ場合がある）にあっては、第１電極
と離間して配置され、且つ、絶縁層を介して光電変換層と対向して配置された電荷蓄積用
電極が備えられているので、光電変換部に光が照射され、光電変換部において光電変換さ
れるとき、光電変換層に電荷を蓄えることができる。それ故、露光開始時、電荷蓄積部を
完全空乏化し、電荷を消去することが可能となる。その結果、ｋＴＣノイズが大きくなり
、ランダムノイズが悪化し、撮像画質の低下をもたらすといった現象の発生を抑制するこ
とができる。本開示の固体撮像装置の駆動方法にあっては、各撮像素子は、第２電極側か
ら入射した光が第１電極には入射しない構造を有し、全ての撮像素子において、一斉に、
光電変換層に電荷を蓄積しながら、第１電極における電荷を系外に排出するので、全撮像
素子において同時に第１電極のリセットを確実に行うことができる。そして、その後、全
ての撮像素子において、一斉に、光電変換層に蓄積された電荷を第１電極に転送し、転送
完了後、順次、各撮像素子において第１電極に転送された電荷を読み出す。それ故、所謂
グローバルシャッター機能を容易に実現することができる。尚、本明細書に記載された効
果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、また、付加的な効果があってもよい
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　本開示の積層型撮像素子は、少なくとも本開示の撮像素子（光電変換素子）を１つ有す
るが、具体的には、例えば、
［Ａ］第１タイプの青色用光電変換部、第１タイプの緑色用光電変換部及び第１タイプの
赤色用光電変換部が、垂直方向に積層され、
　第１タイプの青色用撮像素子、第１タイプの緑色用撮像素子及び第１タイプの赤色用撮
像素子の制御部のそれぞれが、半導体基板に設けられた構成、構造
［Ｂ］第１タイプの青色用光電変換部及び第１タイプの緑色用光電変換部が、垂直方向に
積層され、
　これらの２層の第１タイプの光電変換部の下方に、第２タイプの赤色用光電変換部が配
置され、
　第１タイプの青色用撮像素子、第１タイプの緑色用撮像素子及び第２タイプの赤色用撮
像素子の制御部のそれぞれが、半導体基板に設けられた構成、構造
［Ｃ］第１タイプの緑色用光電変換部の下方に、第２タイプの青色用光電変換部及び第２
タイプの赤色用光電変換部が配置され、
　第１タイプの緑色用撮像素子、第２タイプの青色用撮像素子及び第２タイプの赤色用撮
像素子の制御部のそれぞれが、半導体基板に設けられた構成、構造
［Ｄ］第１タイプの青色用光電変換部の下方に、第２タイプの緑色用光電変換部及び第２
タイプの赤色用光電変換部が配置され、
　第１タイプの青色用撮像素子、第２タイプの緑色用撮像素子及び第２タイプの赤色用撮
像素子の制御部のそれぞれが、半導体基板に設けられた構成、構造
を挙げることができる。尚、これらの撮像素子の光電変換部の垂直方向における配置順は
、光入射方向から青色用光電変換部、緑色用光電変換部、赤色用光電変換部の順、あるい
は、光入射方向から緑色用光電変換部、青色用光電変換部、赤色用光電変換部の順である
ことが好ましい。これは、より短い波長の光がより入射表面側において効率良く吸収され
るからである。赤色は３色の中では最も長い波長であるので、光入射面から見て赤色用光
電変換部を最下層に位置させることが好ましい。これらの撮像素子の積層構造によって、
１つの画素が構成される。また、第１タイプの赤外線用光電変換部を備えていてもよい。
ここで、第１タイプの赤外線用光電変換部の光電変換層は、例えば、有機系材料から構成
され、第１タイプの撮像素子の積層構造の最下層であって、第２タイプの撮像素子よりも
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上に配置することが好ましい。あるいは又、第１タイプの光電変換部の下方に、第２タイ
プの赤外線用光電変換部を備えていてもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　あるいは又、光電変換層を、下層半導体層と、上層光電変換層の積層構造とすることが
できる。このように下層半導体層を設けることで、電荷蓄積時の再結合を防止することが
でき、光電変換層に蓄積した電荷の第１電極への転送効率を増加させることができるし、
暗電流の生成を抑制することができる。上層光電変換層を構成する材料は、上記の光電変
換層を構成する各種材料から、適宜、選択すればよい。一方、下層半導体層を構成する材
料として、バンドギャップエネルギーの値が大きく（例えば、３．０ｅＶ以上のバンドギ
ャップエネルギーの値）、しかも、光電変換層を構成する材料よりも高い移動度を有する
材料を用いることが好ましい。具体的には、ＩＧＺＯ等の酸化物半導体材料；遷移金属ダ
イカルコゲナイド；シリコンカーバイド；ダイヤモンド；グラフェン；カーボンナノチュ
ーブ；縮合多環炭化水素化合物や縮合複素環化合物等の有機半導体材料を挙げることがで
きる。あるいは又、下層半導体層を構成する材料として、蓄積すべき電荷が正孔である場
合、光電変換層を構成する材料のイオン化ポテンシャルよりも小さなイオン化ポテンシャ
ルを有する材料を挙げることができるし、蓄積すべき電荷が電子である場合、光電変換層
を構成する材料の電子親和力よりも大きな電子親和力を有する材料を挙げることができる
。あるいは又、下層半導体層を構成する材料における不純物濃度は１×１０18ｃｍ-3以下
であることが好ましい。下層半導体層は、単層構成であってもよいし、多層構成であって
もよい。また、電荷蓄積用電極の上方に位置する下層半導体層を構成する材料と、第１電
極の上方に位置する下層半導体層を構成する材料とを、異ならせてもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　積層型撮像素子を構成する場合、第１電極、電荷蓄積用電極、転送制御用電極、電荷排
出電極及び第２電極は透明導電材料から成る構成とすることができる。尚、第１電極、電
荷蓄積用電極、転送制御用電極及び電荷排出電極を総称して、『第１電極等』と呼ぶ場合
がある。あるいは又、本開示の撮像素子等が、例えばベイヤ配列のように平面に配される
場合には、第２電極は透明導電材料から成り、第１電極は金属材料から成る構成とするこ
とができ、この場合、具体的には、光入射側に位置する第２電極は透明導電材料から成り
、第１電極等は、例えば、Ａｌ－Ｎｄ（アルミニウム及びネオジウムの合金）又はＡＳＣ
（アルミニウム、サマリウム及び銅の合金）から成る構成とすることができる。尚、透明
導電材料から成る電極を『透明電極』と呼ぶ場合がある。ここで、透明導電材料のバンド
ギャップエネルギーは、２．５ｅＶ以上、好ましくは３．１ｅＶ以上であることが望まし
い。透明電極を構成する透明導電材料として、導電性のある金属酸化物を挙げることがで
き、具体的には、酸化インジウム、インジウム－錫酸化物（ＩＴＯ，Indium Tin Oxide，
ＳｎドープのＩｎ2Ｏ3、結晶性ＩＴＯ及びアモルファスＩＴＯを含む）、酸化亜鉛にドー
パントとしてインジウムを添加したインジウム－亜鉛酸化物（ＩＺＯ，Indium Zinc Oxid
e）、酸化ガリウムにドーパントとしてインジウムを添加したインジウム－ガリウム酸化
物（ＩＧＯ）、酸化亜鉛にドーパントとしてインジウムとガリウムを添加したインジウム
－ガリウム－亜鉛酸化物（ＩＧＺＯ，Ｉｎ－ＧａＺｎＯ4）、酸化亜鉛にドーパントとし
てインジウムと錫を添加したインジウム－錫－亜鉛酸化物（ＩＴＺＯ）、ＩＦＯ（Ｆドー
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プのＩｎ2Ｏ3）、酸化錫（ＳｎＯ2）、ＡＴＯ（ＳｂドープのＳｎＯ2）、ＦＴＯ（Ｆドー
プのＳｎＯ2）、酸化亜鉛（他元素をドープしたＺｎＯを含む）、酸化亜鉛にドーパント
としてアルミニウムを添加したアルミニウム－亜鉛酸化物（ＡＺＯ）、酸化亜鉛にドーパ
ントとしてガリウムを添加したガリウム－亜鉛酸化物（ＧＺＯ）、酸化チタン（ＴｉＯ2

）、酸化チタンにドーパントとしてニオブを添加したニオブ－チタン酸化物(ＴＮＯ)、酸
化アンチモン、スピネル型酸化物、ＹｂＦｅ2Ｏ4構造を有する酸化物を例示することがで
きる。あるいは又、ガリウム酸化物、チタン酸化物、ニオブ酸化物、ニッケル酸化物等を
母層とする透明電極を挙げることができる。透明電極の厚さとして、２×１０-8ｍ乃至２
×１０-7ｍ、好ましくは３×１０-8ｍ乃至１×１０-7ｍを挙げることができる。第１電極
が透明性を要求される場合、製造プロセスの簡素化といった観点から、電荷排出電極も透
明導電材料から構成することが好ましい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　絶縁層を構成する材料として、酸化ケイ素系材料；窒化ケイ素（ＳｉＮY）；酸化アル
ミニウム（Ａｌ2Ｏ3）等の金属酸化物高誘電絶縁材料に例示される無機系絶縁材料だけで
なく、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）；ポリビニルフェノール（ＰＶＰ）；ポリ
ビニルアルコール（ＰＶＡ）；ポリイミド；ポリカーボネート（ＰＣ）；ポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）；ポリスチレン；Ｎ－２（アミノエチル）３－アミノプロピルト
リメトキシシラン（ＡＥＡＰＴＭＳ）、３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン（Ｍ
ＰＴＭＳ）、オクタデシルトリクロロシラン（ＯＴＳ）等のシラノール誘導体（シランカ
ップリング剤）；ノボラック型フェノール樹脂；フッ素系樹脂；オクタデカンチオール、
ドデシルイソシアネイト等の一端に制御電極と結合可能な官能基を有する直鎖炭化水素類
にて例示される有機系絶縁材料（有機ポリマー）を挙げることができるし、これらの組み
合わせを用いることもできる。尚、酸化ケイ素系材料として、酸化シリコン（ＳｉＯX）
、ＢＰＳＧ、ＰＳＧ、ＢＳＧ、ＡｓＳＧ、ＰｂＳＧ、酸化窒化シリコン（ＳｉＯＮ）、Ｓ
ＯＧ（スピンオングラス）、低誘電率材料（例えば、ポリアリールエーテル、シクロパー
フルオロカーボンポリマー及びベンゾシクロブテン、環状フッ素樹脂、ポリテトラフルオ
ロエチレン、フッ化アリールエーテル、フッ化ポリイミド、アモルファスカーボン、有機
ＳＯＧ）を例示することができる。各種層間絶縁層や絶縁膜を構成する材料も、これらの
材料から適宜選択すればよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　以下、図５を参照して、実施例１の撮像素子（第１撮像素子）の動作を説明する。ここ
で、第１電極１１の電位を第２電極の電位よりも高くした。即ち、例えば、第１電極１１
を正の電位とし、第２電極を負の電位とし、光電変換層１５において光電変換によって生
成した電子が浮遊拡散層に読み出される。他の実施例においても同様とする。尚、第１電
極１１を負の電位とし、第２電極を正の電位とし、光電変換層１５において光電変換に基
づき生成した正孔が浮遊拡散層に読み出される形態にあっては、以下の述べる電位の高低
を逆にすればよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　以上のとおり、実施例１にあっては、第１電極と離間して配置され、且つ、絶縁層を介
して光電変換層と対向して配置された電荷蓄積用電極が備えられているので、光電変換部
に光が照射され、光電変換部において光電変換されるとき、光電変換層と絶縁層と電荷蓄
積用電極とによって一種のキャパシタが形成され、光電変換層に電荷を蓄えることができ
る。それ故、露光開始時、電荷蓄積部を完全空乏化し、電荷を消去することが可能となる
。その結果、ｋＴＣノイズが大きくなり、ランダムノイズが悪化し、撮像画質の低下をも
たらすといった現象の発生を抑制することができる。また、全画素を一斉にリセットする
ことができるので、所謂グローバルシャッター機能を実現することができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
　駆動制御回路１１６は、垂直同期信号、水平同期信号及びマスター・クロックに基づい
て、垂直駆動回路１１２、カラム信号処理回路１１３及び水平駆動回路１１４の動作の基
準となるクロック信号や制御信号を生成する。そして、生成されたクロック信号や制御信
号は、垂直駆動回路１１２、カラム信号処理回路１１３及び水平駆動回路１１４に入力さ
れる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４２】
　本開示の撮像素子、積層型撮像素子から構成された固体撮像装置２０１を電子機器（カ
メラ）２００に用いた例を、図４８に概念図として示す。電子機器２００は、固体撮像装
置２０１、光学レンズ２１０、シャッタ装置２１１、駆動回路２１２、及び、信号処理回
路２１３を有する。光学レンズ２１０は、被写体からの像光（入射光）を固体撮像装置２
０１の撮像面上に結像させる。これにより固体撮像装置２０１内に、一定期間、信号電荷
が蓄積される。シャッタ装置２１１は、固体撮像装置２０１への光照射期間及び遮光期間
を制御する。駆動回路２１２は、固体撮像装置２０１の転送動作等及びシャッタ装置２１
１のシャッタ動作を制御する駆動信号を供給する。駆動回路２１２から供給される駆動信
号（タイミング信号）により、固体撮像装置２０１の信号転送を行う。信号処理回路２１
３は、各種の信号処理を行う。信号処理が行われた映像信号は、メモリ等の記憶媒体に記
憶され、あるいは、モニタに出力される。このような電子機器２００では、固体撮像装置
２０１における画素サイズの微細化及び転送効率の向上を達成することができるので、画
素特性の向上が図られた電子機器２００を得ることができる。固体撮像装置２０１を適用
できる電子機器２００としては、カメラに限られるものではなく、デジタルスチルカメラ
、携帯電話機等のモバイル機器向けカメラモジュール等の撮像装置に適用可能である。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４３】
　尚、本開示は、以下のような構成を取ることもできる。



(6) JP 2017-157816 A5 2019.10.31

［Ａ０１］《撮像素子》
　第１電極、光電変換層及び第２電極が積層されて成る光電変換部を備えており、
　光電変換部は、更に、第１電極と離間して配置され、且つ、絶縁層を介して光電変換層
と対向して配置された電荷蓄積用電極を備えている撮像素子。
［Ａ０２］半導体基板を更に備えており、
　光電変換部は、半導体基板の上方に配置されている［Ａ０１］に記載の撮像素子。
［Ａ０３］第１電極は、絶縁層に設けられた開口部内を延在し、光電変換層と接続されて
いる［Ａ０１］又は［Ａ０２］に記載の撮像素子。
［Ａ０４］光電変換層は、絶縁層に設けられた開口部内を延在し、第１電極と接続されて
いる［Ａ０１］又は［Ａ０２］に記載の撮像素子。
［Ａ０５］第１電極の頂面の縁部は絶縁層で覆われており、
　開口部の底面には第１電極が露出しており、
　第１電極の頂面と接する絶縁層の面を第１面、電荷蓄積用電極と対向する光電変換層の
部分と接する絶縁層の面を第２面としたとき、開口部の側面は、第１面から第２面に向か
って広がる傾斜を有する［Ａ０４］に記載の撮像素子。
［Ａ０６］第１面から第２面に向かって広がる傾斜を有する開口部の側面は、電荷蓄積用
電極側に位置する［Ａ０５］に記載の撮像素子。
［Ａ０７］《第１電極及び電荷蓄積用電極の電位の制御》
　半導体基板に設けられ、駆動回路を有する制御部を更に備えており、
　第１電極及び電荷蓄積用電極は、駆動回路に接続されており、
　電荷蓄積期間において、駆動回路から、第１電極に電位Ｖ11が印加され、電荷蓄積用電
極に電位Ｖ12が印加され、光電変換層に電荷が蓄積され、
　電荷転送期間において、駆動回路から、第１電極に電位Ｖ21が印加され、電荷蓄積用電
極に電位Ｖ22が印加され、光電変換層に蓄積された電荷が第１電極を経由して制御部に読
み出される［Ａ０１］乃至［Ａ０６］のいずれか１項に記載の撮像素子。
但し、第１電極の電位が第２電極より高い場合、
Ｖ12≧Ｖ11、且つ、Ｖ22＜Ｖ21

であり、第１電極の電位が第２電極より低い場合、
Ｖ12≦Ｖ11、且つ、Ｖ22＞Ｖ21

である。
［Ａ０８］《転送制御用電極》
　第１電極と電荷蓄積用電極との間に、第１電極及び電荷蓄積用電極と離間して配置され
、且つ、絶縁層を介して光電変換層と対向して配置された転送制御用電極を更に備えてい
る［Ａ０１］乃至［Ａ０６］のいずれか１項に記載の撮像素子。
［Ａ０９］《第１電極、電荷蓄積用電極及び転送制御用電極の電位の制御》
　半導体基板に設けられ、駆動回路を有する制御部を更に備えており、
　第１電極、電荷蓄積用電極及び転送制御用電極は、駆動回路に接続されており、
　電荷蓄積期間において、駆動回路から、第１電極に電位Ｖ11が印加され、電荷蓄積用電
極に電位Ｖ12が印加され、転送制御用電極に電位Ｖ13が印加され、光電変換層に電荷が蓄
積され、
　電荷転送期間において、駆動回路から、第１電極に電位Ｖ21が印加され、電荷蓄積用電
極に電位Ｖ22が印加され、転送制御用電極に電位Ｖ23が印加され、光電変換層に蓄積され
た電荷が第１電極を介して制御部に読み出される［Ａ０８］に記載の撮像素子。
但し、第１電極の電位が第２電極より高い場合、
Ｖ12＞Ｖ13、且つ、Ｖ22≦Ｖ23≦Ｖ21

であり、第１電極の電位が第２電極より低い場合、
Ｖ12＜Ｖ13、且つ、Ｖ22≧Ｖ23≧Ｖ21

である。
［Ａ１０］《電荷排出電極》
　光電変換層に接続され、第１電極及び電荷蓄積用電極と離間して配置された電荷排出電
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極を更に備えている［Ａ０１］乃至［Ａ０９］のいずれか１項に記載の撮像素子。
［Ａ１１］電荷排出電極は、第１電極及び電荷蓄積用電極を取り囲むように配置されてい
る［Ａ１０］に記載の撮像素子。
［Ａ１２］光電変換層は、絶縁層に設けられた第２開口部内を延在し、電荷排出電極と接
続されており、
　電荷排出電極の頂面の縁部は絶縁層で覆われており、
　第２開口部の底面には電荷排出電極が露出しており、
　電荷排出電極の頂面と接する絶縁層の面を第３面、電荷蓄積用電極と対向する光電変換
層の部分と接する絶縁層の面を第２面としたとき、第２開口部の側面は、第３面から第２
面に向かって広がる傾斜を有する［Ａ１０］又は［Ａ１１］に記載の撮像素子。
［Ａ１３］《第１電極、電荷蓄積用電極及び電荷排出電極の電位の制御》
　半導体基板に設けられ、駆動回路を有する制御部を更に備えており、
　第１電極、電荷蓄積用電極及び電荷排出電極は、駆動回路に接続されており、
　電荷蓄積期間において、駆動回路から、第１電極に電位Ｖ11が印加され、電荷蓄積用電
極に電位Ｖ12が印加され、電荷排出電極に電位Ｖ14が印加され、光電変換層に電荷が蓄積
され、
　電荷転送期間において、駆動回路から、第１電極に電位Ｖ21が印加され、電荷蓄積用電
極に電位Ｖ22が印加され、電荷排出電極に電位Ｖ24が印加され、光電変換層に蓄積された
電荷が第１電極を介して制御部に読み出される［Ａ１０］乃至［Ａ１２］のいずれか１項
に記載の撮像素子。
但し、第１電極の電位が第２電極より高い場合、
Ｖ14＞Ｖ11、且つ、Ｖ24＜Ｖ21

であり、第１電極の電位が第２電極より低い場合、
Ｖ14＜Ｖ11、且つ、Ｖ24＞Ｖ21

である。
［Ａ１４］《電荷蓄積用電極セグメント》
　電荷蓄積用電極は、複数の電荷蓄積用電極セグメントから構成されている［Ａ０１］乃
至［Ａ１３］のいずれか１項に記載の撮像素子。
［Ａ１５］第１電極の電位が第２電極より高い場合、電荷転送期間において、第１電極に
最も近い所に位置する電荷蓄積用電極セグメントに印加される電位は、第１電極に最も遠
い所に位置する電荷蓄積用電極セグメントに印加される電位よりも高く、
　第１電極の電位が第２電極より低い場合、電荷転送期間において、第１電極に最も近い
所に位置する電荷蓄積用電極セグメントに印加される電位は、第１電極に最も遠い所に位
置する電荷蓄積用電極セグメントに印加される電位よりも低い［Ａ１４］に記載の撮像素
子。
［Ｂ０１］半導体基板には、制御部を構成する少なくとも浮遊拡散層及び増幅トランジス
タが設けられており、
　第１電極は、浮遊拡散層及び増幅トランジスタのゲート部に接続されている［Ａ０１］
乃至［Ａ１５］のいずれか１項に記載の撮像素子。
［Ｂ０２］半導体基板には、更に、制御部を構成するリセット・トランジスタ及び選択ト
ランジスタが設けられており、
　浮遊拡散層は、リセット・トランジスタの一方のソース／ドレイン領域に接続されてお
り、
　増幅トランジスタの一方のソース／ドレイン領域は、選択トランジスタの一方のソース
／ドレイン領域に接続されており、選択トランジスタの他方のソース／ドレイン領域は信
号線に接続されている［Ｂ０１］に記載の撮像素子。
［Ｂ０３］電荷蓄積用電極の大きさは第１電極よりも大きい［Ａ０１］乃至［Ｂ０２］の
いずれか１項に記載の撮像素子。
［Ｂ０４］第２電極側から光が入射し、第２電極よりの光入射側には遮光層が形成されて
いる［Ａ０１］乃至［Ｂ０３］のいずれか１項に記載の撮像素子。
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［Ｂ０５］第２電極側から光が入射し、第１電極には光が入射しない［Ａ０１］乃至［Ｂ
０３］のいずれか１項に記載の撮像素子。
［Ｂ０６］第２電極よりの光入射側であって、第１電極の上方には遮光層が形成されてい
る［Ｂ０５］に記載の撮像素子。
［Ｂ０７］電荷蓄積用電極及び第２電極の上方にはオンチップ・マイクロ・レンズが設け
られており、
　オンチップ・マイクロ・レンズに入射する光は、電荷蓄積用電極に集光される［Ｂ０５
］に記載の撮像素子。
［Ｃ０１］《積層型撮像素子》
　［Ａ０１］乃至［Ｂ０７］のいずれか１項に記載の撮像素子を少なくとも１つ有する積
層型撮像素子。
［Ｄ０１］《固体撮像装置・・・第１の態様》
　［Ａ０１］乃至［Ｂ０４］のいずれか１項に記載の撮像素子を、複数、備えた固体撮像
装置。
［Ｄ０２］《固体撮像装置・・・第２の態様》
　［Ｃ０１］に記載の積層型撮像素子を、複数、備えた固体撮像装置。
［Ｅ０１］《固体撮像装置の駆動方法》
　第１電極、光電変換層及び第２電極が積層されて成る光電変換部を備えており、
　光電変換部は、更に、第１電極と離間して配置され、且つ、絶縁層を介して光電変換層
と対向して配置された電荷蓄積用電極を備えており、
　第２電極側から光が入射し、第１電極には光が入射しない構造を有する撮像素子を、複
数、備えた固体撮像装置の駆動方法であって、
　全ての撮像素子において、一斉に、光電変換層に電荷を蓄積しながら、第１電極におけ
る電荷を系外に排出し、その後、
　全ての撮像素子において、一斉に、光電変換層に蓄積された電荷を第１電極に転送し、
転送完了後、順次、各撮像素子において第１電極に転送された電荷を読み出す、
各工程を繰り返す固体撮像装置の駆動方法。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４４】
１１・・・第１電極、１２・・・電荷蓄積用電極、１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃ・・・電荷蓄
積用電極セグメント、１３，１３Ａ，１３Ｂ・・・転送制御用電極（電荷転送電極）、１
４・・・電荷排出電極、１５・・・光電変換層、１６・・・第２電極、４１・・・第２撮
像素子を構成するｎ型半導体領域、４３・・・第３撮像素子を構成するｎ型半導体領域、
４２，４４，７３・・・ｐ+層、ＦＤ1，ＦＤ2，ＦＤ3，４５Ｃ，４６Ｃ・・・浮遊拡散層
、ＴＲ１amp・・・増幅トランジスタ、ＴＲ１rst・・・リセット・トランジスタ、ＴＲ１

sel・・・選択トランジスタ、５１・・・リセット・トランジスタＴＲ１rstのゲート部、
５１Ａ・・・リセット・トランジスタＴＲ１rstのチャネル形成領域、５１Ｂ，５１Ｃ・
・・リセット・トランジスタＴＲ１rstのソース／ドレイン領域、５２・・・増幅トラン
ジスタＴＲ１ampのゲート部、５２Ａ・・・増幅トランジスタＴＲ１ampチャネル形成領域
、５２Ｂ，５２Ｃ・・・増幅トランジスタＴＲ１ampのソース／ドレイン領域、５３・・
・選択トランジスタＴＲ１selのゲート部、５３Ａ・・・選択トランジスタＴＲ１selのチ
ャネル形成領域、５３Ｂ，５３Ｃ・・・選択トランジスタＴＲ１selのソース／ドレイン
領域、ＴＲ２trs・・・転送トランジスタ、４５・・・転送トランジスタのゲート部、Ｔ
Ｒ２rst・・・リセット・トランジスタ、ＴＲ２amp・・・増幅トランジスタ、ＴＲ２sel

・・・選択トランジスタ、ＴＲ３trs・・・転送トランジスタ、４６・・・転送トランジ
スタのゲート部、ＴＲ３rst・・・リセット・トランジスタ、ＴＲ３amp・・・増幅トラン
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ジスタ、ＴＲ３sel・・・選択トランジスタ、ＶDD・・・電源、ＲＳＴ1，ＲＳＴ2，ＲＳ
Ｔ3・・・リセット線、ＳＥＬ1，ＳＥＬ2，ＳＥＬ3・・・選択線、１１７，ＶＳＬ1，Ｖ
ＳＬ2，ＶＳＬ3・・・信号線、ＴＧ2，ＴＧ3・・・転送ゲート線、ＶOA，ＶOT，ＶOU・・
・配線、６１・・・コンタクトホール部、６２・・・配線層、６３，６４，６８Ａ・・・
パッド部、６５，６８Ｂ・・・接続孔、６６，６７，６９・・・接続部、７０・・・半導
体基板、７０Ａ・・・半導体基板の第１面（おもて面）、７０Ｂ・・・半導体基板の第２
面（裏面）、７１・・・素子分離領域、７２・・・酸化膜、７４・・・ＨｆＯ2膜、７５
・・・絶縁膜、７６・・・層間絶縁層、７７，７８，８１・・・層間絶縁層、８２・・・
絶縁層、８２ａ・・・絶縁層の第１面、８２ｂ・・・絶縁層の第２面、８２ｃ・・・絶縁
層の第３面、８３・・・保護層、８４，８４Ａ，８４Ｂ，８４Ｃ・・・開口部、８５，８
５Ａ・・・第２開口部、９０・・・オンチップ・マイクロ・レンズ、９１・・・層間絶縁
層８１より下方に位置する各種の撮像素子構成要素、９２・・・遮光層、１００・・・固
体撮像装置、１０１・・・積層型撮像素子、１１１・・・撮像領域、１１２・・・垂直駆
動回路、１１３・・・カラム信号処理回路、１１４・・・水平駆動回路、１１５・・・出
力回路、１１６・・・駆動制御回路、１１８・・・水平信号線、２００・・・電子機器（
カメラ）、２０１・・・固体撮像装置、２１０・・・光学レンズ、２１１・・・シャッタ
装置、２１２・・・駆動回路、２１３・・・信号処理回路
【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】

【手続補正１４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２０
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２０】

【手続補正１５】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２１】

【手続補正１６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【図３２】
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